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Przedmiotem wynalazku jest sposéb zabezpiecza-
nia tiosiarczanu sodowego cz.d.a. przed czeScio-
wym rozkladem na siarczyn i siarczan sodowy
w czasie suszenia.

Wedlug obowigzujgcych norm (PN-C-80023) tio-
siarczan sodowy cz.d.a. winien odpowiada¢ maste-
pujgcym warunkom:

Zawarto$§é tiosiarczanu w przeliczeniu

na substancje bezwodng co najmniej 63,7—64,3%%

Zawarto$é substancji nierozpuszczalnych

w wodzie maksymalnie 0,005%
Zawrto§¢ siarczandéw i siarczynow

w przeliczeniu na SO”, 0,05%0
Zawartos§é siarczkéw jako S” mak-

symalnie 0,0005%0

Zawarto$é metali ciezkich strgcanych
siarkowodorem w przeliczeniu na Pb**

maksymalnie 0,001 9%
Zawartosé zelaza jako Fe ' maksymalnie

0,0005%0

Zawarto§é wapnia Ca " maksymalnie 0,005%

Tiosiarczan sodowy cz.d.a. otrzymuje sie przez
oczyszczenie tiosiarczanu isodowego technicznego
(Na;S;03 - 5H0).

Mechaniczne zanieczyszczenia i siarke koloidalng
usuwa sie przez rozpuszczenie produktu technicz-
nego w wodzie destylowanej, absorbcje siarki ko-
loidalnej ma weglu aktywowanym i oddzielenie
fazy statej od cieklej przez sgczenie na goraco
przez worki filtracyjne. Jony Pb-:, Ca**, 80,”, kt6-
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rych zawarto$é siega rzedu 0,4% wusuwa sie na
drodze krystalizacji lugbw przesgczonych jak wy-
zej, oraz ponownego roztworzenia krysztalow
w wodzie destylowanej i ponownej krystalizacji,
przemycia odsgczonych krysztaléw alkoholem lub
eterem a nastepnie suszenia, w suszarkach szafko-
wych w temperaturze 35—45° .

Postepowanie takie nie zawsze prowadzi do
otrzymania krysztatéw tiosiarczanu cz.d.a. o za-
wartosci siarczanéw i siarczynéw majwyzej 0,05%
(oznaczanych jako SO”,). Czesto zawarto$é tych
zanieczyszczen jest wyzsza od iloSci przewidzianych
normami.

Sposobem wediug wynalazku mozna uzyskaé tio-
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siarczan sodowy o zawarto§ci siarczanéw ponizej

0,05°0 juz po jednorazowej krystalizacji. Stwier-
dzono, ze warunki w jakich prowadzi sie suszenie
tiosiarczanu majg istotny wptyw na zawartos¢
wymienionych zanieczyszczen w produkcie korco-
wym. Obecny w powietrzu kwas weglowy powo-
duje bowiem czeSciowy rozkilad tiosiarczanu mna
siarczyn i siarczan.

Wedlug wynalazku przeciwdziala sie temu roz-
kladowi w ten sposOb, ze suszenie tiosiarczanu
oczyszczonego uprzednio w znany sposob, prowadzi
sie w temperaturze 35—45°C w atmosferze po-
wietrza nasyconego amoniakiem w iloSci 0,02—
0,04%0 objetosciowych Py oparéw nad tiosiarczanem
winno wynosi¢ 8—9. Ta niewielka zawarto§¢ NH;
jest wystarczajgca do zobojetnienia kwasu weglo-
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wego, ktéry w stanie wolnym dziala destruktyw-
nie na tiosiarczan.
Sposdéb wedlug wynalazku zostal opisany w po-
nizszym przyktadzie.

Przyktad. Do wyparki zeliwnej emaliowanej
wprowadza sie 100 kg technicznego tiosiarczanu
sodowego, 30 litr6w wody destylowanej i 1 kg we-
gla aktywowanego. Zawarto§é wyparki ogrzewa sie
do okolo 90°C, oraz miesza do calkowitego roz-
puszczenia tiosiarczanu. Po rozpuszczeniu kryszta-
6w sprawdza sie alkaliczno$§é roztworu i nastawia
na warto§é pH = 9. O ile roztwér jest zbyt alkalicz-
ny — obniza sie alkaliczno$§é 30-procentowym kwa-
sem octowym. Roztwér saczy sie ma muczy filtra-
cyjnej prbézniowej przez pibétno filtracyjne bawei-
niane.

Roztwér przesgczony chlodzi sie jednocze$nie
mieszajac bez przerwy. Po ochlodzeniu do okoto
20°C przerywa sie krystalizacje. Rozdziela na wi-
réwcece krysztal od tugbw pokrystalicznych, plucze
mniewielkg iloSciag wody destylowanej ma wirbwce
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od zanieczyszczen jonami Pb* i Ca*. Rugi pofilira-
cyjne zawraca sie do produkeji 'tiosiarczanu sodo-
wego czystego.

Odwirowany krysztal suszy sie w suszarce szaf-
kowej w temperaturze 35—45°C wysycajagc powie-
trze oparami amoniaku do zawarto$ci 0,02—0,04%6
objetosciowych wolnego NH; Papierek uniwer-
salny wilgotny wskazuje Py powietrza 8—9.
Otrzymany tiosiarczan wykazuje zawarto§é siarcza-
noéw i siarczynéw ponizej 0,05%. Wydajnosé tiosiar-
czanu sodowego cz.d.a. wynosi 75%.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b zabezpieczenia tiosiarczanu sodowego
czystego do analiz przed rozkladem w czasie susze-
nia znamienny tym, Ze oczyszczony w znany spo-
s6b wilgotny tiosiarczan sodowy suszy sie w tem-
peraturze 35—45°C w atmosferze powietrza masy-
conego amoniakiem w takiej iloSci, azeby Py opa-
rébw nad solg poddawang suszeniu wynosilo 8—39.

ZG ,,Ruch” W-wa, zam. 1331-66, nakl. 270 egz.
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